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특허청  

청  1 

치에 어 :

통신 스 ,  2 물리층 스 스  스 도   블 사 에 스 도

   1 물리층 스 스 :

상   1 물리층 스 스는 상  블  는 (incoming)  수신 고,

상  는  변 고, 상  통신 스  상  변  는  도  고;

상   1 물리층 스 스는 상  통신 스  는(outgoing)  수신

고, 상  는  변 고, 상  변  는  상  블  도  고;

상  블  나 상   들  포 고, 각각     1    2  갖는,

상   1 물리층 스 스; 

상   1 물리층 스 스  상  블 사 에 도   블 스 , 상

블 스는 나 상  DC 신  스들  포 고, 각각  1   2 들   갖고:

어도 나     1   2 들  는 DC 신  스  상   1   2 

들에 각각 고;

각각  DC 신  스는 는   상  신  DC  거나 주 도  는,

상  블 스; 

상  블과 상  통신 스 사  신  경 에 치 는 어도 나  커 시 :

상   1 물리층 스 스  상  통신 스 사 에 상  어도 나  커 시 가

치 고;

상  블과 상  통신 스 사  상  신  경 는 무변압(transformerless) , 상  커 시

 포 는, 치.

청  2 

 1 에 어 , 

상   1 물리층 스 스  상  통신 스 사  각각  신  경 는 커 시  포 는,

치.

청  3 

 1 에 어 ,

상  치는 원 비(power sourcing equipment; PSE)   공 는 스(powered device; PD)  포

는 워- -  트워 (power-over-Ethernet network)에  동 도  고, 

상  PD는 상  블  통  상  PSE에   공 도  고,

상  블  상  PSE  상  PD 사   신  신 도  는, 치.

청  4 

 3 에 어 ,

상  치는 상  PD 내에 치 고,

각각  DC 신  스는 상  는   상  신  DC  도   DC 신   

스 고,

상   2 물리층 스 스는 상  PSE 내에 치 는, 치.
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청  5 

 4 에 어 ,

상  치는 어도  개  DC 신   스들  포 고,

상  PD가  개  들과  개  들  갖는 브리지   포 고,

상  브리지  상  들   개  DC 신   스들에 고,

상  브리지  상  들  상  PD에  공   DC  신  공 는, 치.

청  6 

 1 에 어 ,

각각  DC 신  스는  1   2 단 들  갖는 (i)  1   (ii) 상   1 에 칭 고 

1   2 단 들  갖는  2  포 고,

상   1   1 단 는 상   1 에 고,

상   2   1 단 는  2 에 고,

상   1   2 단 는 상   2   2 단   상  에 는, 치.

청  7 

 6 에 어 ,

각각   상   1 단  상   2 단  사 에   포 는, 치.

청  8 

 6 에 어 ,

각각  :

각각  1   2 단 들  갖는  1   2 지스 들;

 1   2 단 들  갖는 커 시 ; 

 드, 미  드  스 드  갖는 트랜지스  포 고, 

상   1  상   1 지스   1 단   상  트랜지스   드에 고,

상   1 지스   2 단 는 상   2 지스   1 단 , 상  커 시   1 단   상  트랜

지스  스 드에 고,

상   2 지스   2 단 는 상  , 상  커 시   2 단   상  트랜지스  미  드에

는, 치.

청  9 

블  통  원 비(PSE)에   공 는 스(PD)에 DC  공 고  연  지원

  무변압  에 어 , 

상  PD는 물리층 스  포 고, 상  물리층 스는:

통신 스  상  블 사 에  스 고;

상  블  는  수신 고 상  는  변 고 상  변  는 

 상  통신 스  고;

상  통신 스  는  수신 고 상  는  변 고 상  변  는

 상  블  도  고,
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상  :

상  블과 상  통신 스 사  각각  무변압  신  경 에  커 시  여 상  통신

스  상  블 사 에  연  지원 는 단계 , 상  커 시 는 상   1 물리층 

스 스  상  통신 스 사 에 치 는, 상  지원 단계; 

변압  지 않고, 상  PD에  공  여, 상  블과 상  통신 스 사  신

경  상  신  DC  는 단계  포 는, 무변압  .

청  10 

치에 어 :

통신 스 ,  2 물리층 스 스  스 도   블 사 에 스 도

   1 물리층 스 스 , 상  블  나 상   들  포 고, 각각  

   1    2  갖는, 상   1 물리층 스 스; 

상   1 물리층 스 스  상  블 사 에 도   블 스 , 상

블 스는 나 상  DC 신  스들  포 고, 각각  1   2 들   갖고:

어도 나     1   2 들  는 DC 신  스  상   1   2 

들에 각각 고;

각각  DC 신  스는 상  는   상  신  DC  거나 주 도  

고;

각각  DC 신  스는  1   2 단 들  갖는 (i)  1   (ii) 상   1 에 칭

고  1   2 단 들  갖는  2  포 고,

상   1   1 단 는 상   1 에 고;

상   2   1 단 는  2 에 고;

상   1   2 단 는 상   2   2 단   상  에 고;

각각  :

각각  1   2 단 들  갖는  1   2 지스 들;

 1   2 단 들  갖는 커 시 ; 

 드, 미  드  스 드  갖는 트랜지스  포 고; 

상   1  상   1 지스   1 단   상  트랜지스   드에 고;

상   1 지스   2 단 는 상   2 지스   1 단 , 상  커 시   1 단   상

 트랜지스  스 드에 고;

상   2 지스   2 단 는 상  , 상  커 시   2 단   상  트랜지스  미

 드에 는, 상  블 스;  

상  블과 상  통신 스 사  신  경 에 치 는 어도 나  커 시 , 상  블과

상  통신 스 사  상  신  경 는 무변압(transformerless) , 상  커 시  포 는, 치.

청  11 

삭

청  12 

삭

청  13 
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삭

청  14 

삭

청  15 

삭

청  16 

삭

청  17 

삭

청  18 

삭

청  19 

삭

청  20 

삭

  

 술  야

본 원  리  문   Blaha 4-1-1-7-1  2005  6월 16  원  미  시 원  60/691,133[0001]

 우  주 , 그  본원에 참  통 다.

본   께  신  수 는 통신 트워 에  것 , 특  워  (Power-[0002]

over-Ethernet; PoE) 시스 들에   공   시스 들  에  것 다.

 경  술

워   시스  카 고리 5 블과 같 , 트 스티드 어 들  통    [0003]

신  수 는  트워 다.   IEEE 802.3 에  규 고 PoE는 

802.3af 에  규 고,  다 본원에 참  통 었다. PoE  , 그 지 않  동  

  가신 원 공  치   는   또는 카 라  같   라 언트 스들에

 편리  달  가능 게 다. PoE는   달 는 동  블  는  달

 허 다.

도 1  래  PoE 시스 (100)  간략  블 도  도시 다. PoE 시스 (100)  원 비(power sourcing[0004]

equipment(PSE)) 스(101),   공 는  스(PD;  powered  device)(102),   UTP(unshielded

twisted pair) 카 고리 5 블(108)  포 다. PSE 스(101)는 원(105, 106), PSE 듈(104), PHY

듈(103)  RJ45 스(107)  포 다. PD 스(102)는 PHY 듈(110), PD 듈(109), 브리지 

(111), 사  (112)  RJ45 스(113)  포 다. 블(108)  PSE 스(101)  PD 

스(102)  다. 도 1에 도시  PoE 시스 (100)    비 들(   4/5  7/8)  통  운

는, 안 B라고 는 PoE 택    채 도  다.  비 들  10Mbit  100Mbit

 시스 에  비  고, 가비트(1000Mbit)  시스 에   신  다. 안

A(도시 지 않 )  ,    "  (phantom  feeding)"     들(1/2  

3/6)  통  운 다.   들   들어, 10Mbit, 100Mbit  Gigabit,  시스  에

 신에 다. PSE 스(101)는 채    택 고, PoE  PD 스(102)가
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어   든지  수 는 것  다. 라 , PD 스(102)가 도시 지 않 , 당업 들에

게 알 진, PoE   는  ,  들 ,  들에 , 브리지 (111)  사

다  브리지  포 는  가 들  갖는다.

원(105)  48V DC 신  PSE 듈(104)에 공 다. PSE 듈(104)  PSE 어  포 고, 48V DC 다[0005]

 신  블(108)  비 들, 특 , 48V DC 신  블(108)  들(7  8)에, 지 신  

블(108)  들(4  5)에 공 다. 들 극 들  PoE  어나지 않고 또    수 다. PSE

듈(104)  안 A(도시 지 않 )    공 , PSE 듈(104)는 48V DC 다  신  블

(108)   들에 공 다. PHY 듈(103)  2.5V DC  공 는 원(106)에  공 다. PHY 

듈(103)  RJ45 스(107) /  공  신 들과 경 (103a)  통  공  신 들 사  물리층 

스  능 다. 경 (103a)는 4-  SGMII(serial Gigabit medium-independent interface)  통  물리

층 보다  트워  층에 ,  미 어 액 스 어 (MAC)(도시 지 않 )  같  스 /

 공 다. RJ45 스(107)는 PSE 듈(104)   /또는 PHY 듈(103) /  

 신  수  게  ,  동시에  RJ45  스(107)  역   연  지 는  앙-탭  변압

(center-tapped transformer)  다.

블(108)    PD 스(102)   PSE 스(101)  뿐만 아니라, PSE 스(10[0006]

1)   PD 스(102)  신 다. RJ45 스(113)는 RJ45 스(107)  같 , 변압

(114)  같  앙 탭 변압  여  신  허  동시에 RJ45 스(113) 역  

연  지 다. 비 들  신 들   들어, PoE 시스  가비트  다 ,  

 갖는다.   상  신    RJ45 스(113)  통  4-  SGMII 경 (110a)  통  

신  /   변 는 PHY 듈(110) /  신 다.

비 들  신  DC 신   비 들  압  극 에 계없  브리지 (111)에  압 [0007]

극  같다는 것  보 는,  들어, 신 (111p)는  압(  들어, 48V)  공 고, 신 (111m)

낮  압(  들어, 지)  공 는 브리지 (111)  간다. 신 들(111p  111m)  PoE 사  (PoE

signature circuit; 112)  통  PD 듈(109)  공 다. PoE 사  (112)는 검   택   PD

사  능  수 는  는  포 다. 사  (112) 또는 그 등가물  재 지 않고, PSE 

스(101)가 PD 스(102)  폴링(poll) , PD가 검 지 않고, PSE 듈(104)   공 지 않

는다. 택  는 PD 스(102)  상   비  PSE 스(101)에 지시 여 PSE 듈(104)

   리  수 게 다.

PD 듈(109)는 PHY 듈(110)과 다  들  DC 신 들(111p  111m)   연 게 지[0008]

, 신 들(111p  111m)  수신 고 PD 스(102)  다  들(도시 지 않 ) 뿐만 아니라 PHY 듈

(110)에  공 는  신 들  다. PSE 스(102)  PHY 듈(110)  PSE 스(101)  PHY

듈(103)과 실질  동   능 다. 특 , PHY 듈(110)  R45 스(113) /  공

 신 들과 경 (110a)  통  공  신 들 사  물리층 스  능 다. 경 (110a)는 4-  SGMII

스  통   MAC(도시 지 않 )  다.

 상  

 실시 에 , 본   1 물리층 스 스, 블 스  상  블과 통신 [0009]

스 사  신  경 에 치  어도 나  커 시  포 는 치 다. 상   1 물리층 스 

스는 통신 스 ,  2 물리층 스 스  스 도   블 사  

스 도  고, 상  블  나 상   들  포 고, 각각     1    2

 포 다. 블 스는 상   1 물리층 스 스  블 사  도  

다. 상  블 스는 나 상  DC 신  스들  포 고, 각각  스들   1 

 2 들과  갖고, 어도 나     1   2 들  는 DC 신  스  

1   2 들에 각각 다. 각 DC 신  스는 는   상  신  DC   또는

주 도  다.

본  다  측 들, 특징들  들   상  , 첨  청 들  동  참 가 동[0010]

거나 사  들  식별 는 첨  도 들    질 것 다.
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실 시 

본   실시 에 , 도 1  PD 스(102)에  RJ45 스(113)  변압 들  고 압 커 시 들[0017]

과 DC 신   스들  체 고, 라 ,  연   공  무변압   채 는 무변

압  PD 스(transformerless PD device)가 다. 고 압 커 시 들   연  공 고, DC

신   스들  만약 다 , 블(108)에    DC 신  다.

도 2는 본   실시 에  PoE 시스 (200)  간략  블 도  도시 다. 도 1  PoE 시스 (100)[0018]

들과 사  PoE 시스 (200)  들  사 게 라 링(labeled) 지만, 다  사  갖는다. PoE 시

스 (200)  블(208)  통  PD 스(202)에  PSE 스(201)  포 다. PSE 스(20

1)는 원들(205  206), PSE 듈(204), PHY 듈(203)  RJ45 스(207)  포 다. PSE 스

(201)는 도 1  PSE 스(101)  실질  동  식  능 다. 블(208)  도 1  블(10

8)과 실질  동  식  능 다. 

PD  스(202)는  PHY  듈(210),  PD  듈(209),  브리지 (211),  사  (212)   RJ45  스[0019]

(213)  포 다. PHY 듈(210), PD 듈(209), 브리지 (211)  사  (212)는 상술   같 ,

도 1  PD 스(102)  는 들과 실질  동  식  능 다. 경 (210a)는 4-  SGMII

스  여 PHY 듈(210)   MAC(도시 지 않 )에 다.  RJ45 스(207)는 DC

신   스(215)  같  4개  DC 신   스들(  개 도시 )  포 다. 각   (ⅰ)

각각    나  에 ,  개  들, (ⅱ) 브리지  에 ,  갖는 DC

신   스  갖는다. DC 신   스(215)는 나는 블(208)  (4)에 고 다

나는 블(208)  (5)에   개  들  갖는다. DC 신   스(215)는 경 (215a)

통  브리지 (211)에  나   갖는다. DC 신   스(216)는 나는 블(208)

(7)에 고, 다  나는 블(208)  (8)에 는  개   갖는다. DC 신   

스(216)는 경 (216a)  통  브리지 (211)에  나   갖는다. 

각   는 DC  스  PHY 듈(210) 사 에 치 , 커 시 들  , 람직 게는 라[0020]

믹 칩 커 시 들과 같 , 고 압 커 시 들에  또  차 다. 커 시 들   연  공 다. 

 들어, 들(4  5)  각각 커 시 들(217  218)에  차 다. PoE 시스 (200)에  DC 신  

스(215)  커 시 들(217   218)  께,  100에  변압  같  실질  동  능들

수 다. 러  능들  블(208)과 PHY 듈(210) 사   연  공 ,  (4/5)에

브리지 (211)에 공   DC 신 가 다  고,  (4/5)에  PHY 듈(210)   신

가 다  다. RJ45 스(213)에  다   들 각각  DC 신   스에 사 게 

고 DC 신   스  PHY 듈(210) 사 에 치    커 시 들에  차 다.

도 3  본  다  실시 에  PoE 시스 (300)  간략  블 도 다. PoE 시스 (300)  들  [0021]

사 게 라 링 었지만, 사가 다  PoE 시스 들(100 /또는 200)  들과 사 다. PoE 시스 (300)

 PoE 시스 들(100  200)과 같 , 안 B  도   것  도시 고 다. PoE 시스 (30

0)  블(308)  통  PD 스(302)에  PSE 스(301)  포 다. PSE 스(301)는 원

(305  306), PSE 듈(304), PHY 듈(303)  RJ45 스(307)  포 다. PSE 스(301)는 PSE

스들(도 1  101  도 2  201)과 실질  동  식  능 다. 블(308)  블들(도 1

 108  도 2  208)과 실질  동  식  능 다.

PD 스(302)는 PHY 듈(310), PD 듈(309), 브리지 (311), 사  (312), RJ45 스(313),[0022]

 MAC(319)  연 듈(320)  포 다. PHY 듈(310), PD 듈(309), 브리지 (311)  사  

(312)는 상술   같 , PD 스들(도 1  102  도 2  202)  는 들과 실질  동

 식  능 다. 경 (310a)는 4-  SGMII 스  여 PHY 듈(310)  MAC(319)  

다. RJ45 스(313)는 각각 상술   같 , DC 신   스(215  216)  사 게 능 는

DC 신   스(315  316)  같  4개  DC 신   스들(  개 도시 )  포 다. 그러나,

각각    도 2  PD 스(202)  차 커 시 들과 , 간 커 시 들 없  PHY 듈(310)

에 다. PHY 듈(310)  블(308) 상에 나타날 수 는 고 압 천   도  

 문에,  연 없  블(308)에 다. PHY 듈(310)에  들에  는 

연  연  듈(320)에  ,  다  쪽,  경 (310a)에  공  수  다.  연  듈(320)  MAC(319)

SGMII 스  4 들  집 다. PD 스(320)는 도 2  PD 스(202)보다  커 시  
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고 라  비  감 다. 연 듈(320)  PHY 듈(310)과 MAC(319) 사   연  공 다.

도 4는 본  안  실시 에 라, 블(408)과 께 PD 스(402)  도시 다. 본 실시 는 단[0023]

지  개  연 커 시 만  여 다  실시 들보다 지만, 또  비  가   겪고 라

,  능  감 다. PD  스(402)  들  사 게 라 링 었지만, 사가 다  PD  스들

(102, 202 /또는 302)  들과 사 다. PD 스(402)는 PD 스들(도 1  102, 도 2  202 

도 3  302)과 실질  동  능들  수 다. 그러나, PD 스(402)는 PD 스들(102, 202 

302)   4-  SGMII 스  는 , 2-  SGMII 스   MAC(419)과 통신 다.

블(408)  블들(도 1  108, 도 2  208  도 3  308)과 사 다. PD 스(402)는 PHY 듈

(410), PD 듈(409), 사  블 (412), RJ45 스(413), 브리지 (411  427), 연 듈(420) 

 MAC(410)  포 다. PD 듈(409), 사  블 (412)  RJ45 스(413)는 도 3  PD 스

(302)  는 들과 사 게 능 다. 브리지 (411  427)는 브리지 들(도 1  111, 도 2

211  도 3  311)과 사 게 능 다.

RJ 스(413)는 각각  DC 신   스들(도 2  215  도 3  315)과 사 , DC 신   [0024]

스들(415, 425, 426  416)  포 다. DC 신   스들  들  들    1에 도시

  같  다.

 1[0025]

DC  스  들  신 브리지 

415 4  5 415a 411

425 1  2 425a 427

426 3  6 426a 427

416 7  8 416a 411

PHY 듈(410)  태  능  PHY 듈들(도 1  110, 도 2  210  도 3  310)과 사 다. 그러나 PHY[0026]

듈(410)  다 게 그램 어 경 (410a)  통  2-  SGMII 스  여  MAC(419)과 통

신  수 다.  MAC(419)  또   4-  SGMII 스가 아닌, 2-  SGMII 스  여

통신 도  그램 어야 다. 연 듈(420)   MAC(419)에  2-  SGMII 스  2 들

집 는, 커 시 들(421  422)  포 다. 연 듈(420)  PHY 듈(410)과  MAC(419) 사  

 연  공 다.

도 5는 본  실시 에 , DC 신   스(501)  간략  블 도  도시 다. DC 신   [0027]

스(501)는 스들(도 2  215  216, 도 3  315  316, 도 4  415, 425, 426  416)과 같  DC

신   스들   공 다. DC 신   스(501)는  개  들(502  503)  포

고,  다 (501c)에 다. (502)는 (501a)에 고 (503)는 (501b)에 

다.

DC 신   스(501)에 , 래  앙 탭 변압  스가 DC  도 고 AC  차단 는 것과 사[0028]

 , 스가 AC   들어,  차단 는 , DC  지 않는 들(502

 503)  통  들어 다.  개  직   들  는 DC 신   스(501)는  개  

 결  들(magnetically-coupled inductors)  는 는 변압  보다  수 다.

도 6  본  안  실시 에 , DC 신   스(601)  간략  블 도  도시 다. DC 신[0029]

  스(601)는 스들(도 2  215  216, 도 3  315  316, 도 4  415, 425, 426  416)과

같  DC 신   스들   공 다. DC 신   스(601)는  고 (601c)에

  개  칭 는 들  포 다. DC 신   스(601)   (601a)에 고

지스 들(604  605), 커 시 (606)  트랜지스 (607)  포 다. DC 신   스(601)  아랫

  그  고, (601b)에 고 지스 들(608  609), 커 시 (610)  트랜지스

(611)  포 다. 

(601a)  지스 (604)   1 단   트랜지스 (607)   드에 다. 지스 (604)   2[0030]

단 는 (ⅰ) 지스 (605)   1 단 , (ⅱ) 커 시 (606)   1 단   (ⅲ) 트랜지스 (607)  스

드에 다. 지스 (605)   2 단 는 (ⅰ) (601c), (ⅱ) 커 시 (606)   2 단 , (ⅲ) 트랜

지스 (607)  미  드, (ⅳ) 지스 (609)   2 단 , (ⅴ) 커 시 (610)   2 단   (ⅵ) 트랜지
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스 (611)  미  드에 다. 지스 (609)   1 단 는 (ⅰ) 지스 (608)   2 단 , (ⅱ) 커

시 (610)   1 단   (ⅲ) 트랜지스 (611)  스 드에 다. (601b)  지스 (608)

 1 단   트랜지스 (611)   드에 다. DC 신   스(601)는 집  (IC) 또는

IC    수 고, 라  는 변압 보다  수 다.

DC 신   스(601)에 , 트랜지스 들(607  611)   PD 스에  사  , 들[0031]

(601a  601b)  통    도  (601c)에 스 DC 경  공 는  다.

지스 들(604, 605, 608  609)에  지스  비(resistor ratio)는,  PD 애 리 (들)에 

  트    블 단 스(termination impedance)  공 , 수 가능  DC 

실들  공 도  트랜지스 들(607  611)  어스 포 트들  도  택 다. 커 시 들(606 

610)     신 들  어  거 고 PD 스   특 에 맞는 변  답 도

 닝 다.

같  또는 다  안  실시 에 , 도 2  PES 스(201)에  RJ45 스(207)  변압 는 DC 신[0032]

스들  커 시 들  체 어 PD 스들(202, 302 또는 402)  는 들  다. PSE

스에  DC 신  스들과 연 커 시 들   PD 스들(202, 302 또는 402)에  는

들  과 사 다. 그러나, " "   능 고 브리지 (211)  같  브리지 가 아

닌, PSE 듈(204)과 같  PSE 듈에  것 다. " "   능 고   들에 계

다.  경우, DC 신  스들  DC  압   개   들에 주 는 DC 신  주  

스들  능 다. 그 게, 특 게 는 것  아니지만, 어 "DC 신  스"는 DC 신  주

는 DC 신  주  스들 뿐만 아니라 DC 신 들  는 DC 신   스들도 미 는 것  

다. 단  PoE에  PSE 스  PD 스(들)  DC 신   또는 주    연   

  수단   수 고 동  수단   는 없다.

본  실시 들  PHY 듈들과 MAC 스들 사 에 SGMII 스들  채 는 것  술 었다.[0033]

그러나,   직  스가  수 다. 본  실시 들  RJ45 스들  채

는  것  술 었 나,    블  스들   수  다.  본   실시 들

BJT(bipolar junction transistors)  채 는 것  술 었 나,   트랜지스 들 또는 트랜지

스  스들   수 다.

본  단  집 (ASIC 또는 FPGA 같 ), 티-칩 듈, 단  카드, 또는 티-카드  과 같  가[0034]

능  들  포 는, -  스들   수 다. 당업 에게   같 ,  

들  다양  능들  트웨어 그램에  싱 블  또   수 다. 러  트웨어

는  들어, 지  신  , 마  컨트 러 또는  컴퓨 에 채  수 다.

본    들 들  실   치들  태  다. 본  또   매체, [0035]

 매체, 고체상태 리,  스 , CD-ROM, 드 드라 브 또는  다  계 독 가능  매

체  같   매체에  그램 드  태  수 고, 상  그램 드가 컴퓨  같  신에

 고 실  , 상  신  본  실   치가 다. 본  또   들어, 

매체에 , 신  거나 신에  실 , 또는  통  또는  사  통 , 

 또는 블과 같  어   매체 또는 캐리어  통  , 그램 드  태   수 고,

상  그램 드가 컴퓨  같  신  고 신에  실  , 상  신  본  실

  치가 다.   상에   , 상  그램 드 트들  특  직 들과

사 게 동 는 특  스  공 도   결 다.

게 언 지 않는 , 각 숫  값  는 단어 "약" 또는 " 략"  값 또는  값 앞에 는[0036]

것처럼 어림 는 것  어야 다. 본 원에   같 , 달리 게 지시 지 않는 , 어

" "  들 사  직  또는 간    커 는 것  도 다.

 청 들에    같  본  주  어나지 않고 다양  변 들  본  특 들[0037]

  술 고 도시  , 료들  치들  에 당업 들에   수 다. 

청 들에  도   /또는 도  참  라 들   청 들   게   청  주[0038]

 나 상  가능  실시 들  식별 도  도 다. 러   는 도 들에 도시  실시 들

 들 청 들  주  는 것  지 않는다.
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  청 들  들  만약 다 , 는 라 들과 께 특  시 스에  복 지만, 청[0039]

복들   또는 든 들    특  시 스  미 고, 들 들  그 특  시 스  

는 것  는 것  도 지 않는다. 사 게, 가 단계들  러  들에 포  수 고, 특

 단계들 , 본  다양  실시 들과  들에  생략 거나 결  수 다.

본 원에  "  실시 " 또는 "실시 "  참  것들  특  처,  또는 실시 들과 여 술  특징[0040]

들  본  어도 나  실시 에 포 다는 것  미 다.  다양  치에  " 실시 에 "

라는  등   동  실시  참  는 없고, 다  실시 들과 상  타  개별 또는 안

실시  수 다. 동 게 어 " "에도 다.

도  간단  

도 1  래 술  PoE 시스  간략  블 도.[0011]

도 2는 본  실시 에  PoE 시스  간략  블 도.[0012]

도 3  본  다  실시 에  PoE 시스  간략  블 도.[0013]

도 4는 도 3  PD 스  안   간략  블 도.[0014]

도 5는 본   실시 에  DC 신   스  간략  블 도.[0015]

도 6  본  다  실시 에  DC 신   스  간략  블 도.[0016]
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    도 4

    도 5
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